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Context and motivations

Les nitrures de métaux de transition (TMN) sont des
composes réfractaires, caracterisés par une bonne
stabilité chimique, une dureté éelevée et une résistance a
'usure. IllIs sont principalement utilisées comme
revétements durs résistants a l'usure dans les outils de
coupe, comme barrieres de diffusion ou contacts de grille
metallique en microélectronique et comme couches
biocompatibles [1]. lls sont également utilises comme
blindages resistants aux radiations [2].

Croissance de films minces de nitrures de meéetaux de transition déposes
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L'objectif de ce travail est de comparer les propriétés
morphologiqgues et microstructurales des fiilms TMN
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déposés en incidence rasante (a=85°).

Pulvérisation magnetron réactive en incidence oblique
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Conditions de depot

- Pression de base : p, <6 -10° Pa ¢
- Cible :Ti, Zr and Hf hd ~ Surface de
- Alimentation en DC : 300 W I’échantillon

- Distance cible-substrat: d=18 cm
- Plasma : Ar+N,

- Pression de travail Ar : 0.3 Pa

- Substrats Si (001)

- Temperature du substrat; 300° C
- Epaisseur du film: = 1um
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Plan cristallographique

y: Angle formé entre la normale a la surface de

- 180 o 1’échantillon et la normale a un plan (hkl) donné
Texture biaxiale du réseau cubique a _
cp: Angle azimutal
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